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Fabrication of MoSx nanowires by the thermal CVD method 
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【緒言】【緒言】【緒言】【緒言】層状カルコゲナイド半導体の一つである MoS2の作製方法の一つに熱 CVD 法があ

り、この方法を用いた MoS2薄膜の作製が数多く報告されている
1)
。私たちは熱 CVD によ

る薄膜作製を行ってきた過程で、薄膜だけではなくナノワイヤができる条件を発見した。

MoSxナノワイヤの成長機構を解明できれば、他の層状カルコゲナイド化合物のナノワイヤ

も作製できるのではないかと考えられる。さらに、高アスペクト比を有した MoSxナノワイ

ヤの大量合成ができれば、印刷可能な半導体インクへの応用も期待できる。本研究では

MoSxナノワイヤを作製し、様々な観点からの分

析・評価を行った。
 

【実験】【実験】【実験】【実験】硫黄粉末と MoO3粉末を原料として窒

素雰囲気化で熱 CVD 法を行い、Si/SiO2基板上

に MoSxナノワイヤを成長させた。作製したナ

ノワイヤを FE-SEM、EDS、XRD により評価

した。さらに、TEM を用いた分析を行い、成長

機構や面方位を明らかにするために実験を進め

ている。 

【結果】【結果】【結果】【結果】EDS 分析の結果より、成長したナノワイ

ヤが MoSx から成ることがわかった。さらに、

FE-SEM 像からアスペクト比を求めたところ、お

よそ 50 であった。 

【考察】【考察】【考察】【考察】反応条件の小さな変化で、生成する MoS2

は粒状、薄膜、ワイヤと様々な形に姿を変える。

特に、反応温度と生成物の形状は密接な関係にあ

る。反応温度をより最適化できれば、形状を制御

した MoSxナノワイヤを作製できると考えている。    
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